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Badania nad poprawefektywndci elektroniki wysokich mocyasbardzo wane z perspektywy
zrOwnowaonego rozwoju i minimalizacji negatywnych skutkola érodowiska naturalnego. Ponadto
niski koszt energii elektrycznej jest jednym z ldaarych czynnikow pogpu i aktywndci spoteczno-
gospodarczej. Oczekujegsize rozwQj elektroniki opartej na azotku galu (GaNyraznie zmniejszy
zuzycie energii zarbwno w zastosowaniach konsumenciagh systemach przesytu energii.

Wihasciwosci materiatowe GaN znacznie przexgyajp odpowiadace im wartgci dla typowych
potprzewodnikow stosowanych w gdzeniach diej mocy, takich jak krzem (Si), fosforek indu (InP)
czy arsenek galu (GaAs). Spodziewane jastazotek galu dgzie nieuniknionym nagpca krzemu w
rozwoju energoelektroniki ze wzglu na jego nieporownywainwvydajnaé i szybkac¢ (czestotliwosé
przehczania).

Warstwy epitaksjalne GaNaszwykle wytwarzane na drogich podérh SiC, ktére obok
relatywnie niskiego niedopasowania parametrow sigoystalicznych, oferuj bardzo doby
przewodnéc¢ cieplm. Koszt podiay maze zosté obnizony, gdy stosowaneysip. krysztaty szafirowe,
ale wad jest wtedy wksze niedopasowanie sieci krystalicznych i stalzawodnd¢ cieplna.

Na przestrzeni ostatnich lat uwagyskaty podiga krzemowe i elektronika GaN-na-Si. Chacia
niedopasowanie sieci krystalicznych w tym przypagiat wysokie, to przewoddé cieplna krzemu
jest lepsza mi w przypadku podiy szafirowych. Nowoczesne rozwania wzrostu warstw
epitaksjalnych GaN na Si otwiesiafirog: dla ogromnych korzgi, ktére mana by osigm¢, jesli
przyrzady oparte na GaN moglyby bywytwarzane przy iyciu wysoko rozwingtej juz technologii
krzemowej. Podlza Si o duej powierzchni, ktére mima by wtedy zastosowaoraz dosfpnacsé
zaawansowanych linii technologicznych, moglyby zme zwikszy konkurencyjnéc elektroniki
GaN.

Aby uzysk& kompatybilné¢ z technologi Si, przyrady oparte na GaN musapetnid specjalne
wymagania. Bardzo wae jest wyeliminowanie obecfm ztota z procesu produkcyjnego, ktéra jest
nie do zaakceptowania w technologii przygt@aw krzemowych, gdy Au tatwo dyfunduje w Si oraz
ogranicza czasgycia ngnikow tadunku. Natomiast w typowych gdzeniach opartych na GaN, takich
jak tranzystory HEMT (ang. High Electron Mobilitydnsistors), ztoto jest powszechnie stosowane dla
pofaczer metalicznych.

Rozwiazaniem mae by zastosowanie miedzi zamiast ziota. Cu ma mnjejgzystywnac,
wyzszy przewodné¢ cieplm i duzo nizszy koszt. Jednak Cu ri® z kolei tatwo dyfundow@ado GaN,
powodupc pogorszenie charakterystyk przyddw. Pod tym wzgldem kontakty Schottky'ego
wykorzystywane jako elektrody bramki w tranzystdraelEMT wymagaj szczegodlnej uwagi.
Mianowicie, istnieje potrzeba opracowania kontal@ohottky'ego o wysokie] barierze i matych
pradach uptywnéci, ktére jednoczanie beda blokowa dyfuzje Cu w kierunku podtza i zachowywé
swoje wiaciwosci w wysokich temperaturach.

Jako potencjalne rozwaanie proponujemy badania nad krzemkami metali jakataktami
Schottky'ego do struktur epitaksjalnych GaN, pgipch jednoczénie rok warstw blokugcych
dyfuzje. Stan wiedzy w te] dziedzinie jest ograniczony dtrpebne jest przeprowadzenie hada
eksperymentalnych.

W szczegolngxi istnieje potrzeba zrozumienia, w jaki sposohidyar Schottky'ego formuje siv
takich kontaktach i jak wptywa na anwysoka temperatura. Poniewvarzadzenia wysokich mocy
nieuchronnie generyjwysokie temperatury, konieczne jest rownakreslenie zjawisk, ktére mag
wplywaé na dziatanie uegdzer w wysokich temperaturach, np. poprzez wprowadza@eskutek
dyfuzji giebokich poziomdéw energetycznych w potprzewodniku.

Badania eksperymentalne zaplanowane w Projekciezepms wiedz na temat zjawisk
wywotanych wysokimi temperaturami w strukturachteksjalnych GaN z kontaktami Schottky'ego
opartymi na krzemkach metali. Deghe zrozumienie mechanizmow wptya@ych na wtaciwosci
kontaktow oraz materialu poétprzewodnikowegedtie konieczne m. in. do projektowania w
przyszigci tranzystorow HEMT kompatybilnych z technoladgsi. Moze mig to dwy wplyw na
obnizenie kosztow nowej generacji przyddow wysokich mocy, a tym samym stanéwnacacy krok
w kierunku spoteczestwa bardziej przyjaznego dieodowiska naturalnego.



